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Klastry i specjacje utlenionych zwiazkow polprzewodnikowych SnTe i PbTe oraz ich

komponentéow

Zrozumienie procesow zachodzacych w skali nano pozwala dostarczy¢ cennych
informacji o fundamentalnych wlasciwosciach powierzchni materiatow. Zagadnienia
zwigzane zarOwno z teorig klastrow, a takze praktycznym ich zastosowaniem stajg coraz
bardziej popularne dzigki ostatnim odkryciom m.in. nowej klasy materialow

poiprzewodnikowych - izolatorow topologicznych.

Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest analiza klastrow 1 specjacji
molekularnej polprzewodnikow SnTe i PbTe i ich komponentow. W ramach pracy
przeprowadzono badania utlenionych powierzchni krysztalow potprzewodnikowych Te, Se,
SnTe i PbTe. Ponadto badano utlenione powierzchnie metali: bizmutu, otowiu i cyny.

Realizacja gldéwnego celu — oznaczenie klastrow oraz opis specjacji pierwiastkow i tlenkow.

przyblizenie problematyki tworzenia klastrow i specjacji w badanych materialach - byla
mozliwa dzigki zastosowaniu spektrometrii mas (TOF SIMS) oraz metod komplementarnych
takich jak Spektrometria Ramana oraz Rentgenowska Spektrometria Fotoelektronow AR
XPS.

Przeprowadzona analiza widm masowych powierzchni selenu i telluru w szerokim
zakresie mas pozwolita wnioskowa¢ o procesie tworzenia klastrow w tych materiatach przy
oddziatywaniu z jonami wigzki pierwotnej. W przypadku badan klastrow w chalkogenkach
implantowanych zwiekszono limit detekcji, dzigki zastosowaniu metodyki analizy klastrow
wysokich mas. Ponadto przedstawiono analiz¢ specjacyjna wskazujac formy wystepowania
pierwiastkow i tlenkdw. Wyznaczono stopien utlenienia badanych materialow wykorzystujac
model Ploga. Ustalono, ze w utlenionym naturalnie SnTe powstaje wielowarstwowa struktura
o glebokim niejednorodnym rozmieszczeniu sktadnikow. Gtownymi sktadnikami tej struktury
sa SnO; i tellur w trzech stanach chemicznych: elementarny Te, dwutlenek telluru TeO: i
kompleks telluru TeOx (0 <x <2). Proces utleniania badany w zakresie od 10 minut do 2 lat
pokazal, ze utlenianie SnTe w temperaturze pokojowej jest procesem dlugotrwalym.
Poréwnanie widm TOF SIMS uzyskanych dla Te, SnTe 1 PbTe dowiodto, ze w SnTe proces

ten przebiega znacznie szybciej niz w PbTe.



